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【はじめに】 

負の固定電荷を持つアルミナは、p 型シリコン基板表面での良好な電界効果パッシベーションが期待でき[1]、

また過去の研究から、ALD法などで作製したアルミナパッシベーション膜は界面準位密度も低い結果が得られて

いる。我々はこれまで、ウェットプロセスにて作製したアルミナパッシベーション膜の電気的特性を評価してき

た。その結果、試料の焼成温度によってパッシベーション効果に違いが現れた[2]。300°Cにて焼成した試料では、

試料中に十分な負の固定電荷を有する事が分かったが、界面準位密度が大きく少数キャリアライフタイムの延長

は見られなかった。一方600°C焼成試料では、キャリアライフタイムが 10 μsec程度から、数 100 μsec程度へ大

幅に増大した。また、パッシベーション膜と基板の間にごく薄い酸化膜を付加させた場合や、水蒸気雰囲気下で

膜を形成した場合には、さらにライフタイムが延長した[3,4]。今回は、ウェットプロセスにて作製した膜を、結

晶シリコン太陽電池の裏面パッシベーション膜として用い、太陽電池の特性に与える影響について評価した[5]。

また、数値計算により求めた変換効率の結果との比較も行った。 

【実験方法】 

p-n 接合熱拡散による形成後のシリコン基板裏面に、ゾルゲル法

にてアルミナパッシベーション膜を作製した。基板は厚さ200 μm、

抵抗率30-60 Ωcmの p型単結晶シリコン基板(100)を用いた。アルカ

リ洗浄、希フッ酸による自然酸化膜の除去後、基板表面にリン溶液

を滴下、スピンコート後に熱処理炉にて950°C 40分の熱拡散による

p-n 接合の形成を行った。その後、基板裏面上に市販のアルミナゾ

ルゲル溶液(Al-03-P, 高純度化学)を滴下しスピンコートののち、大

気雰囲気下にて 500°C 30分の焼成を行い、その後裏面パターン形成、

電極の形成を行った。 

【実験結果】 

裏面電極パターンを図1に示す。コンタクト電極直径、電極間隔を

変えて電極開口率を変化させ、太陽電池の効率を評価した。図2に結

果の一例を示す。裏面パッシベーション膜により、パッシベーション

膜なしの場合に比較して最大 1.2 倍程度まで上昇し、また数値計算と

の良好な一致をみることができた。詳細については当日報告する。 
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図1. 形成した裏面電極パターン 

図2.変換効率の裏面電極直径依存性 

第78回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2017 福岡国際会議場)5p-PB3-12 

© 2017年 応用物理学会 14-030 16.3


